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Ciezar okoto 1,2 G

- Iranzystor germanowy ASY33 w obudowic metalowej TO-5, matej mocy, ha}ej czestothwosci
jest wykonany technologia stopowa. Baza tranzystora jest polaczona elektrycznie z obudowa.
Tranzystor ASY33 jest przeznaczony do stosowania w uktadach logicznych.

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Nﬂ.pi@ﬂ]ﬂ leEkt(}r-EmitEr = U{;h‘(} | 10 ; V
Napiecie kolektor-emiter — U . 20 v
Napigcie kolektor-baza — Ucgo 30 Y
Napiecie emiter-baza —Uggo ’ 20 Y
Prad kolektora ~-Ic 200 mA
Szczytowy prad kolektora — Tepr 200 | mA
Prad bazy — Iy 30 mA
Temperatura zlacza ; 75 °C
Temperatura skltadowania L ~55..490 | °C
Moc strat kolektora (Zzm — 25°C) P. 150 C mW
Opornosci termiczne
— zhacze kolektora-powietrze Riniia) = 330 | deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Regereas << 200 deg/W
Parametry statvezne (7,,, — 25°C)
_IC _UEE | _IB | hlif‘ I “U{?H.sm
mA _ V mA — Ir V
10 r_ 0,05...0,5 20...200 | — -
50 - 5 10 | 0,12 (< 0,2)
Prad wsteczny kolektor-baza } |
przy - UEB = 13 V = ff};g 2,5 {:::; 6} , E.LA
Prad wsteczny kolektor-baza | |
przy —Ucg = 15 V (tumy = 70°C) — T 60(=< 100) | uA
Napigcie przebicia kolektor-baza
Przy _"'ICH{‘] = 100 Eu'..A U;HR}{'BQ 50 (-;::f 30} | Vv
Napigcie przebicia kolektor-emiter | |
przy —Icpo = 200 mA Utsryezo® | 20(Z= 10) OV
Napiecie przebicia kolektor-emiter | |
przy —Icgs = 100 pA Ucsryces | 30 (= 20) -V
Napigcie przebicia emiter-baza
przy —Iggo = 100 pA Ucsrieso | 35(==20) Vv

* Pomiar impulsowy: 7; << 0,4 ms, 7 = 20 ms.
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Parametry dynamiczne (7., = 25°C)

Czestotliwos$¢ przenoszenia
przy —Ucg =5V, —Ic =1 mA,
fo =1 MHz fr
Pojemnos¢ wyjsciowa
przy —Ucp =5V, Ig =1 mA,
fp =1 MHz Caap

f adunek przenoszony
(uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej)
przy —Uppimp = 1,5 ¥V, Ucc =9V,
=2 us, =350 us Qe
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Schemat ukladu pomiarowego
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Wspolczynnik sprzezenia zwrotnego
hyie = flc); Uce = parametr;

f= 1000 Hz
J
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Rezystancja wejSciowa fty1. = f(I¢);
Ucg = parametr; f = 1000 Hz

[mA] \

- 150

- ?ﬂﬂ R i)

-50

A
™~

AN

¢ - N .
4 8 -10 -15 20 Upe [V

Dozwolony obszar pracy [I¢c =
v = f(Ucg)
A — dowolny obszar pracy dowolnej kom-
binacji Ic; Ucg, 1 == tjmax
B — dozwolony obszar pracy tranzystora
wylaczonego
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Napiecie wsteczne Kolektor-emiter
U{.'IL'H = f(RuE)
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Zaleznos¢ temperaturowa mocy Czgstotliwo$¢ przenoszenia fr =
strat Pe — f(Zamp) = f(I¢); Uecg = parametr; f, =
= 5 MHz
i 150
lesp - hte
[LA]
0 p 120
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Zaleznosci temperaturowe pradu Wspolczynnik wzmocnienia prado-
wstecznego wego 15 = f(I¢); tampy — parametr
Icgo = f(tamy); —Ucso = 15 V
176 1 — warto$é graniczna, 2 — wartosc srednia
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Pojemnos¢ zlacza kolektora

Cecpo = f(E;’.::m} _
Pojemnoé¢ dyfuzyjna emitera

Cepo = f(Ugpo)

- 200 ; - 200

4 / t 5mA_10mA|__ 20mA
[mA] / [mA] mA_10mA|__ 20mA|
- 150 - 150 !

/ 5

- 50 l =30 } l

T JiEan)

y 0 fﬂmlb=251"ﬂ
T IgImA]- 10 0 -500 Ugg [mV]-1000
Prad kolektora Ic = f(Ig) ;Ucs = Prad kolektora Ic = f(Usr); In =
=0V = parametr

(Uklad wspolnego emitera) (Uktad wspolnego emitera) 177
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Charakterystyka wyjsciowa Charakterystyka wyjéciowa
Ic = f(Ucg); Iy = parametr Ic = f(Ucg): Iz = parametr
(Uklad wspolnego emitera) (Uklad wspélnego emitera)
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Admitancja wyjsciowa k5. = f(lc);
Ucg = parametr; f = 1000 Hz

Zyvaimiﬂwy wspolczynnik wzmoc-
nienia pradowego 4. = f(l¢);

178 Ucg = parametr; f = 1000 Hz



